
 

Ru/HfSiON/Si よ  
1 1 1-3 1-3 1-3 4 4 4 
1 JST-CREST2 3 STARC4 

H. Kamada1, T. Tanimura1, S. Toyoda1-3, H. Kumigashira1-3, M. Oshima1-3, G. L. Liu4, Z. Liu4, K. Ikeda4 

The Univ. of Tokyo1, JST-CREST2, Univ-of-Tokyo SRRO3, STARC4 
 

1.  
MOSFET poly-Si/SiO2/Si

metal/high-k/Si high-k Hf
nMOS pMOS さ

よ high-k Ru
モ  

 
2.  

Si ALD HfSiON/Si
Ru 1.5 nm モ

in situ X
モ  

 
3.  

1 Ru/HfSiON Si 2p
モ as-grownモ ふ

ぜ 2
Si 2p

”SiO2 ”

Ru

″

Ru り

 

1 Si 2p
 

2  HfSiON
Ru/HfSiON

 


